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［はじめに］岩塩構造酸化マグネシウム亜鉛(RS-MgxZn1-xO)は、x>0.5 の領域で混晶組成比に応じ

てバンドギャップエネルギーを 5.5 eV から 7.8 eVまで制御可能であり[1]、VUV域をカバーする

発光材料として期待される。これまでに、MgO 基板上にミスト CVD 成膜された RS-MgxZn1-xO(x 

= 0.95)薄膜へのカソードルミネッセンス(CL)測定から、極低温下(6 K)で波長 199 nmをピークに持

つ真空紫外発光が報告されている[2]。その一方で、0.7-0.8 eV の大きなストークス様シフト[3]も

確認されており、VUV域における発光波長制御のために原因究明が求められる。本研究では、発

光のさらなる短波長化を目指し、x>0.9 のミスト CVD 成長を行い、発光特性を調査した。 

［実験］結晶成長手法には、先行研究[1]と同様にミスト CVD 法を用い、MgO(100)基板上に基板

温度 700℃で成膜した。Mg、Znの前駆体には、Mg(CH3COO)2･4H2O、Zn(CH3COO)2･2H2O をそれ

ぞれ使用し、酢酸を溶媒とした希釈水溶液中で所望のモル分率になるように混合比を調整した。

成長時間は 1 hとし、膜厚は 850 nm程度であった。 

［結果と考察］前駆体溶液モル比を[Mg]/([Mg]+[Zn]) = 1、0.995、0.9 とした薄膜と、MgO(100)基

板の XRD 2θ-θパターンを図 1に示す。[Mg]/([Mg]+[Zn]) = 0.9の試料では、MgO(200)の低角側に

MgZnO(200)の回折ピークが確認された。半値全幅は 47 arcsec であり、MgO(200)の半値全幅 29 

arcsecに近かった。断面 EDX 測定から[Mg] : [Zn] = 9 : 1が得られ、前駆体溶液モル比が結晶中で

も保持されることが分かった。[Mg]/([Mg]+[Zn]) = 1、0.995の試料では、(200)の回折ピークは基板

と重畳しており、半値全幅は殆ど変化していないことから、MgO基板と同等の結晶性が保たれる

ことが分かった。x = 0.9の試料の CLスペクトルを図 2に示す。6 Kで 6.33 eV (195.6 nm)、300 K

で 6.16 eV (201.2 nm)にピークを持つバンド端発光が観測された。6 K での発光波長はこれまでで

最短波長であり、結晶性の向上により、発光特性を改善することができた。 
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Fig. 1 XRD(2θ-θ) pattern of RS-MgxZn1-xO 

thin films and MgO(100) substrate. 
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Fig. 2 CL Spectra of RS-MgxZn1-xO 

(x=0.90) at 6K and 300K. 
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